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   بر بهره تحریک در صفحه نمایشHe-Xeتاثیر مخلوط گاز 
 Ne-Xe-Ar وNe-Xeپلاسمایی و مقایسه آن بامخلوط گاز 
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 تشکیل می 2 از طریق تحریک و یونیزاسیون مخلوطی از گازهاي بی اثر تصویر1 صفحه نمایش پلاسماریز سلول هايدر :چکیده
 در این مقاله با استفاده . کمتر است4 نسبت به لامپ اشعه کاتدیکPDP 3ومینانس، بهره لXeبدلیل محدودیت در افزایش گاز . گردد

 Ne-Xeمخلوط گاز بهره تحریک  از He-Xeاز شبیه سازي یک ریزسلول ماتریسی نشان می دهیم که بهره تحریک مخلوط گاز 
. خوبی در روند بهبود بهره تحریک ندارد تاثیر He-Xe به مخلوط گاز Ar اضافه نمودن گاز Ne-Xeبر خلاف مخلوط گاز . کمتر است

 در صفحه نمایشهایی که خلوص رنگ اهمیت He-Xe، استفاده از مخلوط گاز  Ne-Xeاما با وجود برتري بهره تحریک مخلوط گاز 
     .دارد مناسب است

  
  
  
  

   گاز هلیومخلوص رنگ،بهره تحریک،   : کلیديکلمات
  
  
  

  24/2/85 :تاریخ ارسال مقاله
 31/5/88 :رش مقالهتاریخ پذی
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  مقدمه -1
، بررسی پارامترهاي مهمی  5هاي تخت تولید انواع صفحه نمایش      

ایاي مز. سازد بهره لومینانس را ضروري می  بهره تحریک ومانند
، 6صفحه نمایش پلاسمایی نسبت به سایر نمایشگرها زاویه دید وسیع

و  ]1[کم ، وزن مناسب، امکان ساخت آن در ابعاد بزرگضخامت 
ساختمان ) 1(شکل  .]2[باشد  تر آن می فناوري ساخت ساده

   . دهد   را نشان میPDP 7هاي ریزسلول

  
  حه نمایش ماتریسی اجزاء مختلف سلول صف): 1(شکل                  

  
مرسوم عموما دو نوع ساختار براي  PDPدر صفحه نمایش هاي     

در ساختار  .]3[ماتریسی و کوپلانر:  در نظر گرفته میشود هاالکترود
ماتریسی دشارژ در محل تقاطع دو الکترود متعامد پوشیده شده 

ر دشارژ عمدتا ندر ساختار کوپلا. بوسیله دي الکتریک صورت میگیرد
که این دو الکترود روي یک ین دو الکترود موازي صورت میگیردب

فاصله الکترود ها از یکدیگر . صفحه در کنار هم لایه نشانی شده اند
 از الکترود ،در مورد ساختار کوپلانر. میکرو متر می باشد100حدود 

سومی عمود بر دو الکترود موازي براي آدرس دهی به سلول استفاده 
 شفاف در بالا و از جنس شیشه کاملاستراراي دو ب د ،سلول .میشود
 9الکترود آدرس و روي بستر بالایی 8روي بستر پایینی. استپایین 

دهند   رسوب می2SnO  یاITO جنس  از  شفافالکترود نگه دارنده
فضاي . شوند از یکدیگر جدا می 10هایی ها توسط دیواره سلول. ]4[

  He-Xe یا  Ne-Xe   بی اثر مانند گازهاي از یبا  مخلوط هاداخل سلول
بین الکترودهاي آدرس و  11 اعمال ولتاژي مناسببا.. ]5[شود می پر

. شود  گاز داخل سلول در حد پلاسما، یونیزه یا تحریک می،نگه دارنده
 می UV در محدوده اشعه Xeفوتونهاي بدست آمده از تحریک گاز 

ها به فسفر موجود درسلول، نور مرئی تولید برخورد این فوتون. باشند
دي الکتریک شفاف، بستر بالایی را در مقابل برخورد یونها . کند می

روي این دي الکتریک لایه نازکی از . والکترونها محافظت می کند
لایه . رسوب میدهندmµ 1            به ضخامت MgOجنس 
افظت دي الکتریک در مقابل برخورد  علاوه بر محMgOنازك 

در . ] 5، 6[شود الکترونها و یونها، موجب کاهش ولتاژ شکست می
  -Ne و He-Xeولتاژ شکست مخلوط گاز بر بخش دو پارامترهاي مؤثر 

  
  

Xeبخش سه به مطالعه بهره تحریک مخلوط گاز .  شود  بررسی می
He-Xeه نمودن در بخش چهار تاثیر اضاف.  اختصاص داده شده است

  و همچنین بهره He-Xeدرصد کمی گاز آرگون به مخلوط گاز 
  مقایسه Ne-Xe-Arتحریک مخلوط فوق با بهره تحریک مخلوط گاز 

  .می گردد
  
  Ne-Xeو  He-Xe ولتاژ شکست  مقایسه-2
   روي ولتاژ شکست MgO تاثیر لایه نازك -2-1
  

-Ne و He-Xeبدلیل اهمیتی که مقدار ولتاژ شکست مخلوط گاز     

Xe،در زیر عوامل مؤثر   در تعیین بهره تحریک و بهره لومینانس دارد 
  . نمائیم  می بررسی را He-Xeبر ولتاژ شکست مخلوط گاز 

هاي پر انرژي داخل ریزسلولها با لایه نازك  در اثر برخورد یون    
تعداد .  ایجاد می شوند12محافظ بستر بالایی، الکترونهاي ثانویه

 ثانویه ایجاد شده در ریزسلولها به جنس لایه نازك و نوع هاي الکترون
ر کاهش مقدار ها بستگی دارد و نقش مهمی د گاز داخل ریزسلول

 ترین ماده  مناسبMgOدر حال حاضر . ]7[ایفا میکندولتاژ شکست 

طول . ]8[ شود   استفاده می دي الکتریکي است که بعنوان محافظا
 بستگی دارد که، MgOطول عمر هاي پلاسما به  عمر صفحه نمایش

 ساعت تخمین زده 10000در مقابل برخورد یونهاي پر انرژي تا 
 را با ضریبی بنام ضریب MgOتأثیر برخورد یونها با لایه . ]8[شود می

 Heگاز  براي ثانویه تشعشع ضریب. دهند  نشان می13تشعشع ثانویه
3/0Heγبرابر  05/0Xeγر   برابXe براي گاز ، =  Ne و براي گاز =
  .]9[،]8[ استNeγ=5.0بر ابر

  Xeرابطه بین پارامترهاي مختلف یک ریز سلول که حاوي گاز اصلی 
  داده   نشان  زیر  بصورت است   He کمکی  و گاز
  ]: 10،9،8[شود می
  

)1                     (
( )[ ] 11=−

+
+ + dHeXe

HeXe

HeHeXeXe e αα

αα
γαγα

   

 Xe و He  درثانویه  به ترتیب ضرایب تشعشعXeγ وHeγکه در آن،
 به ترتیب ضرایب Heα و Xeα. است  ارتفاع سلولd. باشند می

  :  از روابط زیر محاسبه می شوندNe و Xeیونیزاسیون گازهاي 

)2(                      
( )

i
He

He
dV He
υ

α =,   
( )

i
Xe

Xe
dV Xe
υ

α =  

  
  به ترتیب سرعت رانشی الکترونdV (He) و Xe)( dVکه در آن، 
.باشند  میE در میدان الکتریکی He  و Xeهاي آزاد 

i
Xeυ و i

Heυ  به
 می باشند و  از روابط زیر He و Xe  14هاي یونیزاسیون ترتیب فرکانس
  ]: 10[آیند بدست می
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)      3        (                       ( ). .na

i
Xe

iXe V SXeυ =
   

 

       )4  (                                ( ). .a
i
He

in He V SHeυ =  
                            

)در روابط فوق )an Xeو  ( )an He چگالی اتم هاي Xe و He ،
Vالکترون جهت یونیزاسیون گاز داخل سلول  مورد نیازسرعت متوسط 
iو

XeSو i
HeS زهاي گابراي  سطح مقطع یونیزاسیون به ترتیبXe و 

Heمی باشند .  
تغییرات ولتاژ شکست را نسبت به ضرایب مختلف ) 2(منحنی شکل 

این منحنی براي یک ریز سلول با . تشعشع ثانویه نشان میدهد
  : مشخصات زیر شبیه سازي شده است

 در نظر گرفته شده Xe و نوع گاز اصلی  mµ 100= dارتفاع سلول
هاي داخل محفظه به   الکترونها در هنگام برخورد با اتمسرعت. است
 Xeچگالی گاز . ایست که گاز داخل محفظه کاملاً دشارژ می شود گونه

هاي کامل  و گازهاي کمکی با معلوم بودن فشار از روي قانون گاز
  . در نظر گرفته شده استTorr 400فشار کل گاز . آیند بدست می

  
ولتاژشکست نسبت به ضرائب تشعشع  منحنی تغییرات ): 2(شکل

  گاز هلیوم و نئون
  

 انتخاب گردیده MgOجنس لایه نازك براي پوشش بستر بالایی  
دهد ولتاژ  بدست آمده نشان می) 2(نتایجی که از منحنی شکل .است

  .  بیشتر استNe نسبت به ولتاژ شکست Heشکست 
 :دهیم می نتایج بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار در اینجا

ي  گازحاوي  بسته ی در محیطمیدانیم که اعمال میدان الکتریکی
 نیزه شدن اتموموجب تحریک ودر نهایت ی) مشخص يبا فشار (معین
گونه هاي باردار ایجاد شده در میدان الکتریکی .  می شود گاز آنهاي

برخورد ذرات مختلف از جمله موجب رانش این . رانده می شوند
اگر در لحظه برخورد الکترون با اتم ، .شود ها می تمها با ا الکترون

  .انرژي الکترون بحد کافی باشد پدیده یونیزاسیون اتفاق می افتد
نیاز زه شدن اتم هلیوم به انرژي بیشتري در مقایسه با اتم نئون ییون
 ، سطح مقطع یونیزاسیون هلیم کمتر از سطح مقطع نئون دارد

جبران کاهش فرکانس یونیزاسیون جهت ) 4(و مطابق رابطه ] 9[است
 ناگزیر به افزایش ولتاژ نسبت ولتاژ شکست نئون ،و حفظ پلاسما

 .میباشیم
مقدار  نسبت به )He )Heγ ضریب تشعشع ثانویه   مقداراز طرفی

 برخورد  در نتیجه]9[،]8[ کمتر استNe(Neγ)ضریب تشعشع ثانویه 
هاي ثانویه کمتري ایجاد  ، الکترونMgO به لایه نازك Heي ها یون
. کمتر یونیزه می گردد Ne نسبت به گاز He در این صورت . کند می

 ، ارتفاع  دماو در شرایط یکسان, Xe گاز  معینبنابراین براي یک فشار
 نسبت به  He-Xeمخلوط گاز  ولتاژ شکستسلول و فشار کل گاز ، 

  .ستا بیشتر Ne-Xe مخلوط 
  
  
 تأثیر تغییرات ارتفاع سلول نسبت به ولتاژ 2-2

     He-Xe  ت مخلوط گازشکس
  دوشود با افزایش فاصله ملاحظه می) 3(همانطور که در شکل         
زیرا با . یابد  نیز افزایش میHe-Xeولتاژ شکست مخلوط گاز  (d)بستر 

پیدا ازدیاد فاصله الکترودها از یکدیگر، میدان الکتریکی کاهش 
ها در لحظه  همین امر باعث کاهش سرعت و انرژي الکترون. کند می

در اینصورت میزان یونیزاسیون ). 2رابطه (شود  برخورد به اتم می
پس براي حفظ پلاسما ناگزیر به افزایش ولتاژ . تقلیل می یابد

  و He-Xeتغییر ولتاژ شکست براي مخلوط گاز) 3(در شکل . باشیم می

Ne-Xe شده استنشان دادهتغییرات فاصله الکترودها  نسبت به .  

   
 به ارتفاع  نسبت Ne-Xe وHe-Xe تأثیر تغییرات ولتاژ شکست ):3(شکل

  سلول
  

 بطور He-Xe و Ne-Xeشرایط شبیه سازي براي هر دو مخلوط 
  : در زیر آمده استدر نظر گرفته شده و یکسان 

و فشار گاز  Torr 300 فشار کل گاز . استMgOاز جنس لایه نازك 
Xe برابر  Torr 30P= ها در حدي  سرعت الکترون.  می باشد

انتخاب شده است که گاز درون سلول با اطمینان تبدیل به پلاسما 

∆: Neγ =0.5  

+: Heγ =0.3 
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 ]11[و  نیز از سري زیگل برخورد سطح مقطعبراي محاسبه . شود
  .استفاده شده است

  
تغییرات ولتاژ شکست نسبت به تغییر فشار  -2-3

  -Xe He کل مخلوط گاز
، ولتاژ شکست را براي فشارهاي )4(نتایج بدست آمده شکل           

ارتفاع . دهد   نشان میTorr 500 و Torr 300 ،   Torr 400کل 
همانطور .  استMgO و لایه نازك از جنس mµ 100 =dسلول 

کست نیز با افزایش فشار کل گاز، ولتاژ ش رود  انتظارمی 4ازرابطه که 
زیرا فرکانس برخورد افزایش یافته و موجب کاهش . یابد افزایش می

این ). 5 و 2روابظ ( متوسط پویش آزاد و سرعت الکترون می گردد
پس ولتاژ بالاتري براي جبران آن .  پلاسما را تضعیف می کند،روند

  ). 1رابطه (نیاز است 
  

  
ه تغییرات فشار  تاثیر تغییرات ولتاژ شکست نسبت ب:)الف-4(شکل

  He-Xeبراي فشارهاي مختلف مخلوط گاز  Xeگاز 

  
فشار کل (شود   میHe، موجب کاهش فشار گاز Xeافزایش فشار گاز 

 گاز  برخورد  از سطح مقطعXeگاز برخوردسطح مقطع ) ثابت است
He ،با افزایش فرکانس برخورد، متوسط ) 4(مطابق رابطه   بیشتر است

. گردد و موجب تضعیف پلاسما می) 5رابطه (یافته  پویش آزاد کاهش 
  . باشیم براي جبران این پدیده ناگزیر به افزایش ولتاژ  می

ولتاژ شکست و تاثیر آن بر بهره تحریک و مقدار با توجه به اهمیت 
 در این  بدست آمده ولتاژ شکستمقادیربهره لومینانس ، صحت 

 شرایط شبیه سازي .میگرددمقایسه ]9[  ولتاژ شکستمقادیر با مقاله،
 از نظر حرارت گاز، ارتفاع سلول، جنس لایه نازك نوع گاز هاي شده

  .یکسان میباشد  دو مقاله درمخلوط شده و فشار گاز

  
 تاثیر تغییرات ولتاژ شکست نسبت به تغییرات فشار :)ب -4(شکل 

  ]He-Xe] 9مخلوط گاز Torr400 براي فشارXeگاز 
  

با ) الف(4بدست آمده این مقاله در شکلنزدیکی مقادیر ولتاژ شکست 
 با He+20%Xe و He+10%Xeبراي ] 9[مقادیر ولتاژ شکست 
  .ده شده استاعلامت گذاري نشان د

  
   He-Xe  مخلوط گاز بهره تحریک-3
بهره تحریک و بهره لومینانس از پارامترهاي مهم صفحه نمایش     

  . پلاسما می باشند
  ]:            10[شود  بهره تحریک مطابق رابطه زیر تعریف می

                         

)5               (1

1

. .

,
exc

n

e exc exc
n

exc N

e iont v
i

dt dv n

dt dv J J i E

υ ε
η =

=

=
 

+ 
 

∑∫ ∫

∑∫ ∫
                         

  
enها،  چگالی الکترونexcNهاي تحریک شده،  تعداد اتم,exc iυ 

ionJ,مختلف ،تحریک شده هاي  فرکانس اتم i  جریان یونچگالی 
ها   میدان الکتریکی در ریزسلولEها و  جریان الکترونچگالی  eJها،
  . است

  Xeتغییرات بهره تحریک را نسبت به تغییرات فشار گاز ) 5(شکل 
نشان می    Torr 500 و  Torr 300 ، Torr400براي فشارهاي کل 

بیان می دارد که میدان الکتریکی و بهره تحریک ) 5(رابطه . دهد
هر قدر فشار کل  داراي رابطه معکوس نسبت به یکدیگرند، پس 

  . کند افزایش یابد بهره تحریک کاهش پیدا می
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 Xe تاثیر تغییرات بهره تحریک نسبت به تغییرات فشار گاز ):5(شکل

  He-Xeبراي فشارهاي مختلف مخلوط گاز 
  
 مخلوط  بهره تحریک درمورد بررسیبحث و -4

  :گازها
    He-Xeمخلوط گاز : الف
  به ترتیب برابر Xeانرژي لازم جهت تحریک و یونیزاسیون گاز     
eV 3/8 و eV 1/12از یونیزاسیون گاز .  استHeهایی با  ، الکترون
 بنابراین برخورد الکترون. ]12[و]9[ بدست می آیدeV 5/24انرژي

 .  تحریک یا یونیزه کندمی تواند آنرا  Xe به اتم Heهاي آزاد 

          )6(     
*

2
2

e He He e
e Xe Xe e
e Xe Xe e

+

+

+ → +

+ → +

+ → +

   

         
        )7(                              *e He He e+ → +   

 به ترتیب اتم هلیوم   *Xeو  +He+ ، * He ،Xeدر این روابط     
یونیزه شده، اتم هلیوم تحریک شده، اتم زنون یونیزه شده و زنون 

 جهت تحریک و یونیزاسیون Heالکترون آزاد . باشند تحریک شده می
Xeبه ترتیب  مقدار کمی از انرژي خود را صرف کرده و در هر حالت 
eV 2/16 و eV 1/12اما اتلاف انرژي . د داشت اتلاف انرژي خواه

 انرژي، براي تحریک و eV 6/21 با Neهاي آزاد  براي الکترون
انرژي . ]9[ استeV 5/9 و eV 3/13 به ترتیب برابر Xeیونیزاسیون 

 Ne-Xe در مقایسه با مخلوط گاز He-Xeتلف شده مخلوط گاز 
اختلاف بهره تحریک مطابق نتایج بدست آمده در شکل . بیشتر است

  . قابل انتظار است) 5( رابطه و) 5(
 
   و بهره تحریک تاثیر گاز آرگون بر ولتاژ شکست : ب

 اتم متوسط پویش آزاد، در حدي باشد که –در برخورد الکتروناگر
 شدن گاز نشود، اتم خنثی تبدیل به اتم فرا پایدار موجب یونیزه

ون معمولاً از گاز آرگ. شود ها تلف می انرژي این گونه اتم. شود می15
 Xeهاي  هاي فراپایدار جهت تحریک اتم براي استفاده از انرژي اتم

، Xeα ضرایب تشعشع ثانویه، Arγ و Xeγ،Heγ .دشو استفاده می
Heα و Arα ضرایب یونیزاسیون گازهاي Xe ،He و Ar در رابطه ،

  :]9 [زیر صدق می کنند

) 8 (
( )[ ] 11=−

++
++− ++ dArHeXe

ArHeXe

ArArHeHeXeXe e ααα

ααα
γαγαγα

           

  از رابطهArα وArγ=05/0ذکراست  لازم به
( )

i
Ar

Ar
dV Ar
υ

α = 

iمحاسبه می شود که
Arυ و ( )dV Ar به ترتیب فرکانس 

 در میدان Arهاي آزاد شده  یونیزاسیون آرگون و سرعت الکترون
  . باشند  میEالکتریکی 

e +He          Hem +e 
 موجب واکنش هایی می شود که اضافه نمودن مقدار کمی آرگون ،

  ]:9] می شود-Xe Ne بهبود نسبی براي بهره تحریک مخلوطسبب

  )a9(                           *

* *

m

m

e Ne Ne e
Ne Ar Ar Ne
Ar Xe Xe Ar

+ → +

+ → +

+ → +

  

  
)b9(                                   *e Ne Ne e+ → +  

                         *e Ne Ne e+ → +  
به ترتیب نئون فرا پایدار، نئون Ar*و Nem ،*Ne ،Arکه در آن 

اکنون .دتحریک شده ، آرگون حالت پایه و آرگون تحریک شده میباش
به تجزیه تحلیل اثر گاز واسط آرگون جهت بهبود نسبی فرایند بهره 

  :تحیک میپردازیم
لذا اختلاف ]9[ الکترون ولت است15,8انرژي یونیزاسیون گاز آرگون 

 الکترون ولت 8و آرگون یونیزه شده  ارنئون فرا پایدانرژي بین 
از آنجا که اختلاف انرژي کوچک است این فرایند بازده بالایی . میباشد
  .دارد

میشود   UV که موجب تابش فوتونهاي  Xeحالت برانگیخته اتم 
عمدتا توسط برخورد با الکترونها صورت میگیرد، لیکن در این حالت 

ورد اتم هاي تحریک شده ساز وکار تحریک خاصی که بوسیله برخ
بوجود میاید موجب افزایش  Xe براي اتم )a9(  آرگون مطابق رابطه

بدون گاز آرگون انرژي موجود در به عبارت دیگر . میشودXe* نسبی
 تلف میشود اما با وارد نمودن گاز آرگون و انتقال Neاتم فرا پایدار 

رگون باعث تحریک یا یونیزاسیون این انرژي اتم فرا پایدار نئون به آ
  . گاز میگردد
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 He-Xeانتظار داریم اضافه نمودن گاز آرگون به مخلوط گاز          
نشان  ) 6(اما نتایج بدست آمده در شکل. بهره تحریک را افزایش دهد

 Ne-Xe و He-Xe    براي مخلوط گازArدهد که رفتار گاز  می
 Arبراي تحریک گاز   Nemاز انرژي ) 9(مطابق روابط . یکسان نیست
 مخلوط  افزایش بهره تحریکو نتیجه آن  Xe تحریک گاز که موجب

 He-Xeسطح مقطع برخورد مخلوط گاز . شود  میNe-Xe-Arگاز 
  است در نتیجه متوسط پویش Ne-Xeبیشتر از سطح مقطع برخورد 

 صورت در این. باشد  میNe-Xe کمتر از He-Xeآزاد در مخلوط 
هاي یونیزه شده و فرا پایدار در مخلوط گاز  تعداد اتم 4بق رابطه مطا

He-Xe تر از تعداد اینگونه اتم ها در مخلوط گاز کمNe-Xeاست  .
 نسبت به اتم mHe هر اتم فراپایدار ایجادعلاوه بر این،

 فرصت Arپس گاز ارد به انرژي بیشتري نیاز د mNeفراپایدار
کمتري براي استفاده از انرژي این اتم هاي فراپایدار جهت تحریک 

Xeدارد و نمی تواند بهره تحریک را بهبود بخشد .   
        

  
، He-Xe ،Ne-Xe مقایسه بهره تحریک مخلوط گازهاي ):6(شکل

He-Xe-Ar و Ne-Xe-Ar نسبت به تغییر فشار گاز Xe در فشار 
  Torr 400کل 

اضافه نمودن گاز آرگون نه تنها بهبودي نشان می دهد که ) 6(کل ش
زیرا اضافه . نماید کند بلکه آنرا کمتر نیز می در بهره تحریک ایجاد نمی

 سطح مقطع He-Xe به مخلوط گاز Arنمودن اتم هاي نسبتا بزرگ 
آنرا افزایش داده و در نتیجه متوسط پویش آزاد و تعداد برخورد 
  . کاهش می یابدXe جهت تحریک اتم He+یونهاي 

  
   نتیجه گیري-5

با افزایش ارتفاع دیواره ها می توان از مقدار فسفر بیشتري در سلول 
  .استفاده نمود و بدین ترتیب بهره لومینانس را افزایش داد

 He-Xeدر شرایط یکسان، ولتاژ شکست مورد نیاز براي مخلوط گاز 
 این امر موجب کاهش بهره تحریک مخلوط. است Ne-Xeبیشتر از 

  .   می شود He-Xe گاز
 از بهره تحریک He-Xeدر شرایط یکسان بهره تحریک مخلوط گاز  

اضافه نمودن گاز آرگون بهره .   کمتر استNe-Xeمخلوط گاز 

را نسبت به بهره تحریک مخلوط  He-Xe-Arتحریک مخلوط گاز 
در اما با توجه به اینکه . می دهدبیش از پیش کاهش  He-Xeگاز 

 فعل و انفعالات گازي موجب تحریک گاز نئون Ne-Xeمخلوط گاز 
 nm 625  نا خواستهطول موج  و حاصل آن)b9رابطه ( گردد می
-He در مخلوط گاز  که در محدوده نور مرئی است در حالیکهاست
Xe  تحریک اتم He ر د). 7رابطه (ندارد مرئی قرار نور در محدوده

-Ne یا Ne-Xeهاي ساخته شده با مخلوط گاز  نتیجه صفحه نمایش
Xe-Ar نسبت به  تر بودن بهره تحریک رغم بالا ی علHe-Xe از 

 که هنگام پخش تصویر نور خلوص رنگ کمتري برخوردار هستند
 He-Xe استفاده از مخلوط گاز . مزاحم مرئی ناخواسته تولید میکند

  .هاي پلاسما بالا می برد مایشصفحه ندر کیفیت رنگ مطلوب را 
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1 Plasma Display Panel 
2 Neutral  Gas 

3 Luminance 
4 Cathode Ray Tube  

 5 Secondary Electron 
6 Wide Viewing angle  
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14 Ionization Frequency 
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